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Dopagem

Silicio puro:
4 elétrons na camada
de valéncia

Silicio dopado com
fosforo: 5 elétrons na
camada de valéncia

Semicondutor tipo N

Silicio dopado com
boron: 3 elétrons na
camada de valéncia

Semicondutor tipo p



Chave CMOS




Chave CMOS
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Capacitores em Tecnologia CMOS

C=AC,,

C:OX = €OX/ tOX

"‘_‘
o’

s

TSTS
ol

- ‘r
S

S

e,
0X2

Eyx~ 3.5x 10 F/lem

25X

t,, ~ 10 nm

C., ~ 1.5 fF/(um)?

Processo: 0.8 um




Capacitores

C =200 fF
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Layout de Matrizes de Capacitores
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Capacitancias Espurias

Capacitancias
de
Crossover

Capacitancias
de
Crosstalk




Melhorias no Layout




Melhorias no Layout

on
on
on

P

u“ﬁ‘ .




EEL814 — Microeletronical — 2° Semestre/2019 — DEL/UFRJ
Prof. Antonio Petraglia




